
NJU77902

NJU77902
CMOS

1000mA

1000mA typ. 

9 V/ s typ. 

6V  18V 

RF
ESON8-W2 (3.0mm 3.0mm) 

CMOS

Vcom

Rail-to-Rail 

NJU77902KW2 
ESON8-W2

NJU77902KW2

1. A OUTPUT 
2. A -INPUT 
3. A +INPUT 
4. GND 
5. B +INPUT 
6. B –INPUT 
7. B OUTPUT 
8. V+
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Exposed
Pad

Exposed Padは、基板上でＧＮＤに接続されております。
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また、各ピンは順番そのままで２．５４ｍｍピッチに引き出されております。

２回路入り　高出力　入出力フルスイング　ＣＭＯＳオペアンプ
ＮＪＵ７７９０２　ＤＩＰモジュール
高出力１０００ｍＡ、入出力フルスイング（レール・ツー・レール）対応のＣＭＯＳオペアンプ
ＮＪＵ７７９０２をＤＩＰ変換基板に実装しました。ブレッドボードやユニバーサル基板での
実験、工作に最適です。

基板寸法と穴ピッチ



NJU77902
( Ta=25˚C)

VDD  V 0.02
PD 560( 1), 750( 2), 910( 3), 2500( 4) mW
IOP  Am 0001

VICM VSS-0.3 ~ VDD  V 3.0+
VID 18( 5) V
Topr -40 ~ +85 ˚C
Tstg -55 ~ +150 ˚C

( 1) EIA/JEDEC 76.2 114.3 1.6mm 2 FR-4

( 2) EIA/JEDEC 76.2 114.3 1.6mm 2 FR-4

( 3) EIA/JEDEC 76.2 114.3 1.6mm 4 FR-4

( 4) EIA/JEDEC 76.2 114.3 1.6mm 4 FR-4

( 5) 18V

(Ta=25˚C)

VDD 6.0  18.0 V

VDD=15V, VSS=0V,VIC=7.5V,RL=10k (VDD /2 ),Ta=25˚C

 DC    
VOH1 RL = 10k  14.8 14.9 - V 
VOH2 Isource = 200mA 14.2 14.5 - V  
VOL1 RL = 10k  - 0.1 0.2 V 
VOL2 Isink = 200mA - 0.5 0.8 V 

 VIO RS = 50  - 1 10 mV 
 IB  - 1 - pA

IIO  - 1 - pA
 AV VO = 13V/2V, RL=10k  65 90 - dB 

 CMR 
VIC = 0V  7.5V 

50 75 - dB 
VIC = 7.5V  15V 

 SVR VDD = 6V  18V 60 75 - dB 
 VICM CMR  50dB 0 - 15 V 

 IDD , RL = open - 7.0 9.0 mA 

AC    
 ft CL = 10pF - 3 - MHz 

M CL = 10pF - 50 - deg 
 VNI f = 1kHz, RS = 100  - 80 - nV/ Hz

 THD GV = 6dB, CL = 10pF, fin = 1kHz, PO = 0.1W - 0.02 - % 
 PO fin=1kHz, CL=10pF, THD 5% - 3 - mW 

 CS f = 1kHz - 120 - dB 
   

 IOP ( 6) - 1000 - mA 
 SR GV = 0dB, CL = 10pF, Vin = 4Vpp, ( 7) 5 9 - V/ s
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参考資料


